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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil und einen Nutzen (36), wobei das elektronische Bauteil 
einen Halbleiteichip (2) mit einer Umverdrahtungsplatte (3) und ein Kunststofijgehause (4) aiifweist Das Kunststoffgehause (4) ist 
aus zwei aufeinander angeordneten Schichten (5, 6) aus KunststoffgehMusemasse (23) aufgebaut. Diese Schichten weiden mit Hilfe 
eines Druckvoigangs bei Noimalatmosphare ausgefuhrt 



(57) Abstract: The invention relates to an electronic component and a panel (36), said electronic component comprising a semi- 
conductor chip (2) with a rewiring plate (3) and a plastic housing (4). The plastic housing (4) is made of two layers (5, 6) of plastic 
housing materia] (23). which are arranged on top of each other. Said layers are produced by means of pressurization in standard 
atmosphere. 
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Beschreibung 

Elektronisches Bauteii und Nutzen sowie Verfahren zur Her- 
stellung derselben. 

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteii und einen 
Nutzen sowie Verfahren zur Herstellung derselben gemaJi der 
Gattung der unabhangigen Anspriiche. 

Elektronische Bauteile, die einen Halbleiterchip und eine auf 
der Oberseite des Halbleiterchips angeordnete Umverdrahtungs- 
platte aufweisen^ bilden bereits mit diesen Komponenten das 
Gehause des elektronischen Bauteils, Dazu ist lediglich die 
Umverdrahtungsplatte auf dem Halbleiterchip mit Hilfe einer 
doppelseitig klebenden Folie aufgebracht. Die Umverdrahtungs- 
platte trSgt die Aulienkontakte und. eine strukturierte Metall- 
beschichtung aus Umverdrahtungsleitungen^ die von den makro- 
skopischen Ausgangskontakten zu den mikroskopisch kleinen 
Kontaktfiachen der Oberseite des Halbleiterchips in einem 
Bondkanal der Umverdrahtungsplatte ftihren. In diesem Zusam- 
menhang wird unter mikroskopisch klein eine Dimension ver- 
standen, die im Mikrometerbereich liegt und folglich nur mit 
Hilfe eines Lichtmikroskopes meJBbar ist. WShrend unter den 
makroskopischen Aufienkontakten Dimensionen verstanden werden, 
die mit blofiem Auge erkennbar und mit einfachen Hilf smitteln 
mefibar sind. 

Zum Schutz des empf indlichen Halbleiterchips kann die Ober- 
seite der Umverdrahtungsplatte, die mit dem Halbleiterchip 
verbunden ist, zusStzlich eine Kunststof f gehausemasse tragen. 
Diese Kunststof f gehausemasse kann entweder die Render des 
Halbleiterchips schUtzen oder den Halbleiterchip vollstSndig 
umgeben, wie es aus der Patentschrif t US 6,048,755 fxir BGA- 
Gehause (ball grid array -Gehause) bekannt ist, Ziam Anbringen 
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derartiger schtltzender Kunststof fgehSusemassen auf der Ober- 
seite der Umverdrahtungsplatte und zum Einhiillen des Halblei- 
terchips k5nnen entweder Hochdruckspritzguftverf ahren einge- 
setzt werden, die bei Arbeitsdrucken von uber 100 bar arbei- 
ten,. urn Luftblaseneinschltlsse in der Kunststof f gehausemasse 
zu vermeiden^ oder es k6nnen Vakuumprintanlagen eingesetzt 
werden, um den Ruckseitenschutz der Halbleiterchips luftbla- 
senfrei zu gewMhrleisten . Da bei Vakuumprintanlagen das Auf- 
bringen oder das Bedrucken der Riickseiten der Umverdrahtungs- 
platte und das Fallen der Zwischenraume zwischen den Halblei- 
terchips unter Vakuum vorgenommen wird^. ist bei diesen Anla- 
gen die Gefahr des Einschlusses von Luftblasen nicht gegeben, 
da im Vakuum keine Luft vorhanden ist. 

Beide Verfahren, die Ruckseiten der Halbleiterchips zu schUt- 
zen^ nSmlich Verfahren, die unter Vakuum oder bei hohem Druck 
arbeiten^ sind kostenauf wendig, fiihren aber im Ergebnis zu 
einem EinhUllen des Halbleiterchips mit einem einzigen ko- 
stenaufwendigen Verf ahrensschritt . Beide Verfahren beanspru- 
chen daruber hinaus relativ grol^e Zwischenraume zwischen meh- 
reren gleichzeitig in Kunststof fmasse zu verpackenden Halb- 
leiterchips, um eine sicheres luf tblasenf reies Einbringen der 
Kunststof f gehausemasse um die Halbleiterchips herum zu ge- 
wShrleisten. Versuche, preiswerte Verfahren anzugeben, die an 
normaler Luft ein Aufdrucken der Kunststof fgehSusemasse auf 
'die RUckseiten und die Randseiten der Halbleiterchips ermc3g- 
lichen, scheitern an den Luf tblaseneinschlUssen, insbesondere 
wenn die Zwischenraume zwischen mehreren in Kunststof f gehau- 
semasse zu verpackende Halbleiterchips wegen zunehmender 
Dichte pro Bearbeitungsf lache stSndig enger werden. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein elektronisches Bauteil und 
einen Nutzen zu schaffen sowie ein Verfahren zu deren Her- 
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stellung anzugeben, wobei das Bauteil eine Struktur aufweist, 
die es earmCglicht, eine Kunststof f gehSusemasse auf zubringen, 
bei welcher der Luf tblaseneinschlufi vermindert ist. Gleich- 
zeitig sollen die Fertigungskosten vezmindert werden. 

Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der unabhSngigen An- 
sprilche gelost. Weiter Ausbildungen der Erfindung ergeben 
sich aus den Unteranspriichen . 

Erf indungsgeiticiB wird ein elektronisches Bauteil mit einem 
Halbleiterchipf einer Umverdrahtungsplatte und einem Kunst- 
stof f gehcLuse geschaffen^ bei dem das Kunststof f gehause zwei 
aufeinander angeordnete Kunststof fgehSusemassen aufweist. Die 
eine der Kunststof fgehausemassen bildet eine erste Schicht^ 
die mindestens die Randbereiche des Halbleiterchips vollstSn- 
dig umschliefit und die andere der Kunststof fgehausemassen 
bildet eine zweite Schicht, die auf der Rtickseite des Halb- 
leiterchips angeordnet ist. 

Diese Zweiteilung der Kunststof fmasse hat den Vorteil, dass 
sich am tJbergang von einer Kunststof fmasse zur anderen keine 
mechanisch und hygroskopisch instabile Grenze ausbildet, zu- 
mal die Eigenschaf ten der Kunststof fgehSusemasse in der er- 
sten Schicht an die komplexe Randbereichsstruktur des Halb- 
leiterchips angepaftt werden kann und die zweite Kunststof fge- 
h^usemasse an die Anf orderungen eines flachigen Auftrags auf 
der Riickseite der Halbleiterchips angepaBt ist. Durch Anpas- 
sung der Eigenschaf ten der Kunststof fgehausemasse in der er- 
sten Schicht konnen auch komplizierte Strukturen, wie sie im 
Randbereich von Halbleiterchips auftreten, blasenfrei mit 
Kunststof f versehen werden. Da eine Grenzphase mit bloftem Au- 
ge nicht erkennbar ist^ sondern lediglich durch mikroskopi- 
sche Untersuchung offenbar wird, bleibt das ^uBere Erschei- 
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nungsbild des elektronischen Bauteils fur den Abnehmermarkt 
unverandert^ obgleich dieses elektronische Bauteil mit we- 
sentlich preiswerteren Methoden aufgrund der Kombination der 
Kunststof f gehausemassen beziehungsweise der Abstimmung ihrer 
Eigenschaf ten aufeinander, verbilligt hergestellt ist. 

In einer Ausf tlhrungsf orm der Erfindung weist die Kunststoff- 
gehSusemasse der ersten Schicht im nicht vernetzten Zustand 
eine niedrigere Viskositat auf als die zweite Schicht. Dieses 
hat den Vorteil^. dass die erste niedrigviskose Schicht selbst 
in enge ZwischenrSume zwischen Halbleiterchips eines eng be- 
packten Systemtragers Oder Nutzens mit vielen Bauteilpositio- 
nen auf engstem Raum drucktechnisch und blasenfrei einge- 
bracht werden kann. 

Da beim Auftrennen des Systemtragers oder Nutzens in Einzel- 
bauteile die Sagespur innerhalb der ZwischenrSume verlSuft^ 
wird somit bereits mit der ersten in die Zwischenraume einge- 
brachten Schicht ein Kantenschutz ftir die Halbleiterchips 
hergestellt- Ferner wird sichergestellt , dass in diesen Kan- 
tenbereichen die Luf tblasenbildung aufgrund der niedrigen 
Viskositat der ersten Schicht aus Kunststof f gehausemasse im 
nicht vernetzten Zustand minimiert ist. Ein weiterer Vorteil 
dieser ersten Schicht der Kunststof f gehausemasse mit niedri- 
ger Viskositat im nicht vernetzten Zustand ist, dass die 
Kunststof f gehausemasse derart fliissig ist, dass sie die Ran- 
der der Halbleiterchips benetzt und bei geringen Zwischenrau- 
men zwischen zwei Halbleiterchips aufgrund von Kapillarkraf - 
ten blasenfrei in den Zwischenraum eingebracht werden kann. 

Ein weiterer Vorteil der ersten Schicht mit niedriger Visko- 
sitat im nicht vernetzten Zustand ist, dass die Oberfiache 
aus dieser Kunststof f gehausemasse aufierst glatt und eben ist. 
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Somit kann sich sine fast ebene Grenzphase zwischen der nied- 
rigviskosen ersten Schicht und einer zahviskosen zweiten 
Schicht ausbilden. Da bereits durch die erste niedrigviskose 
Schicht sSmtliche Zwischenraiome zwischen den Halbleiterchips 
auf einer Umverdrahtungsplatte aufgefiillt und H5hendif f eren- 
zen ausgeglichen sind, kann beim Aufbringen der zweiten zah- 
viskosen Schicht im unvernetzten Zustand eine Sulierst ebene 
und glatte Grenzschicht zwischen den beiden Schichten ohne 
Ausbildung von Luf teinschliissen hergestellt werden. 

In einer weiteren Ausf iihrungsf orm der Erfindung unterscheiden 
sich die Viskositaten der ersten und der zweiten Schicht im 
nicht vernetzten Zustand derart, dass die Viskositat der er- 
sten Schicht lira mindestens eine GroBenordnung niedriger ist 
als die Viskositat der zweiten Schicht. Aufgrund dieses deut- 
lichen Unterschiedes in der Viskositat ist die erste Schicht 
derart fliissig, dass sie problemlos und luf tblasenf rei in au- 
5erst enge ZwischenrSume zwischen Halbleiterchips eindringen 
kann und somit die Randbereiche der Halbleiterchips mit einer 
Kunststof fmasse benetzen und im vernetzten Zustand schil.tzen 
kann. 

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft einen Nutzen mit 
mehreren Bauteilpositionen fiir elektronische Bauteile. Der 
Nutzen weist einen Systemtrager auf, der 'in jeder Bauteilpo- 
sition eine Bondkanalof f nung auf weist, die mit einer Kunst- 
stof fabdeckmasse geftillt ist. Der Nutzen weist auf der gegeri- 
aberliegenden Seite zum Bondkanal mehrere voneinander beab- 
standete Halbleiterchips in den Bauteilpositionen auf. Die 
Zwischenraume dieser Halbleiterchips sind mit einer ersten 
Schicht aus Kunststof fgehausemasse aufgefiillt und die Rtick- 
seiten dieser Halbleiterchips sind mit einer zweiten Schicht 
aus Kunststof fgehausemasse bedeckt. Dabei unterscheidet sich 
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die Kunststof f geh^usemasse der ersten Schicht im nicht ver- 
netzten Zustand von der Kunststof f gehSusemasse der zweiten 
Schicht dadurch, dass die erste Schicht im nicht vernetzten 
Zustand eine niedrigere Viskositat aufweist als die zweite 
Schicht . 

Durch diesen Aufbau des Nut z ens kann fur mehrere Bauteile 
gleichzeitig der Nutzen mit einer ersten Schicht von niedri- 
gerer Viskositat vergossen Oder bedruckt sein und mit einer 
zahviskosen Schicht .k^Snnen dann die Rtlckseiten der Halblei- 
terchips voIlstMndig und luf tblasenf rei und gleichzeitig 
formstabil bedeckt sein. Erst nach dem Aufbringen beider 
Schichten in einem nicht vernetzten Zustand kann sich ein ■ 
Temperschritt anschliefien, bei dem. beide Kunststof f geh^usema- 
ssenr sowohl der ersten Schicht als auch der zweiten Schicht 
unter Beibehaltung einer Grenzphase zwischen den beiden 
Schichten vernetzen. 

Diese Grenzphase ist sowohl bei dem Nutzen als auch bei dem 
einzelnen elektronischen Bauteil in mikroskopisch kleinen Be- 
reichen durch Schlif fbilder der Kunststof f gehausemasse nach- 
weisbar. In diesem Zusammenhang wird unter mikroskopisch 
klein ein MaBstab verstanden;. der im Mikrometerbereich liegt, 
wobei Abmessungen nur unter dem Lichtmikroskop feststellbar 
sind- 

Die Viskositaten der ersten Schicht und der zweiten Schicht 

e 

des Nutzens unterscheiden sich um mindestens eine Groiienord- 
nung, so dass die erste Schicht die Zwischenr^ume zwischen 
den Halbleiterchips eines Nutzens auch bei SuBerst dichter 
Packungsweise des Nutzens blasenfrei auf fallen kann. Mit ei- 
ner z^hviskosen zweiten Schicht, die nun eine relativ ebene 
GrenzflMche oder OberflSche sieht, kann luf tblasenf rei eine 
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weitere und formstabile Kunststof f gehSusemasse drucktechnisch 
aufgebracht werden. Der Vorteil eines solchen Nutzens liegt 
darin, dass ftir mehrere Bauteile gleichzeitig eine Kunst- 
stof f gehSusemasse aus zwei Komponenten, namlich einer nied- 
rigviskosen und einer zahviskosen Komponente besteht^ die ein 
luftblasenf reies Kunststof f gehSuse bilden, 

Ein Verfahren zum Herstellen des Nutzens aus einem SystemtrS- 
ger far mehrere elektronische Bauteile in entsprechenden Bau- 
teilpositionen mit Halbleiterchip, die von zwei Schichten ei- 
ner Kunststof f gehSusemasse umhiillt sind, weist folgende Ver- 
f ahrensschritte auf : 

Bereitstellen eines SystemtrSgers mit mehreren Bauteil- 
positionen, die in ihrem Zentrum eine Bondkanal5f fnung 
aufweisen, 

- . Aufbringen einer doppelseitig klebenden Folie mit Bond- 
kanal5ffnung in den Bauteilpositionen, 

Aufbringen von Halbleiterchips mit ihren aktiven Ober- 
seiten auf die doppelseitig klebende Folie, 
Einbringen von Bondverbindungen in jedem Bondkanal zum 
elektrischeri Verbinden von Kontaktf lichen des Halblei- 
terchips mit Aufienkontakten auf der Unterseite des Sy- 
stemtrager s f 

Aufftillen des Bondkanals mit einer Kunststof f abdeck- 
masse/' 

Aufdrucken einer ersten Schicht aus niedrigviskoser 
Kunststof fgehausemasse auf die RUckseiten der Halblei- 
terchip zum Auf ftillen der ZwischenrSume zwischen den 
Halbleiterchips auf dem SystemtrSger, 

Abdrucken einer zweiten Schicht aus zahviskoser Kunst- 
stof fgehausemasse zum Abdecken der Rtlckseiten der Halb- 
leiterchips, 
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AushSrten der Kunststof f gehSusemasse zu einer geschlos- 
senen Oberseite des Nutzens unter Bildung einer Grenz- 
phase, 

Aufbringen von Au^enkontakten auf der Unterseite des 
Nutzens, 

Dieses Verfahren hat den Vorteil^ dass viele Schritte auf dem 
Weg zur Herstellung eines elektronischen Bauteils parallel 
ftir mehrere elektronische Bauteile durchgefiihrt werden k5n- 
nen. Dartiber hinaus hat dieses Verfahren den Vorteil, dass 
die ZwischenrSume zwischen den Halbleiterchips und damit die 
Packungsdichte der Halbleiterchips auf dem Systemtrager des 
Nutzens auBerst eng ausgeftlhrt werden kann^ da keine Evakuie- 
rung der Zwischenraume zwischen den Halbleiterchips erforder- 
lich ist, sondern vielmehr die niedrigviskose Komponente der 
ersten Schicht'im nicht ausgeharteten Zustand iiber Kapillar- 
wirkung die Zwischenraume zwischen den Halbleiterchips bla- 
senfrei auffUllen kann. 

Weiterhin hat dieses Verfahren den Vorteil, dass mit der er- 
sten niedrigviskosen Schicht eine aulierst ebene Grenzphase 
zwischen der ersten und der zweiten Schicht aufgebaut werden 
kann, so dass beim Aufbringen der zahviskosen Schicht keine 
Luftblasen in die Grenzschicht zwischen niedrigviskoser 
Schicht und zahviskoser Schicht eingebracht werden. Das Aus- 
harten der beiden Kunststof f gehausemassen der ersten Schicht 
und der zweiten Schicht kann gleichzeitig in einem Temperofen 
erfolgen, so dass eine geschlossene glatte und ebene Obersei- 
te des Nutzens entsteht. Ein Aufbringen von Auiienkontakten 
auf die Unterseite des Nutzens auf jede der Auftenkontaktf la- 
chen der Unterseite des Systemtragers hat den weiteren Vor- 
teil;. dass gleichzeitig und mit einem Schritt eine hohe An- 
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zahl an Auiienkontakten auf der Unterseite des SystemtrSgers 
eingel5tet werden k5nnen. 

In einem Durchfahrungsbeispiel des Verfahrens der Erfindung 
erfolgt das Aufdrucken der ersten und der. zweiten Schicht aus 
niedrigviskoser beziehungsweise zShviskoser Kunststof f gehau- 
semasse mittels Schablonendruck. Dazu wird eine Schablone, 
die eine Offnung aufweist, die so grofi ist wie der gesamte 
Nutzen, auf den Systemtr^ger aufgelegt und eine niedrigvisko- 
se KunststoffgehSusemasse eingebracht und mit Hilfe eines 
Spatels verteilt. Dabei wird die Kunststof f gehSusemasse teil- 
weise mittels kapillarer KrSfte in die Zwischenraume zwischen 
den Halbleiterchips ohne Bildung von Luf tblaseneinschltissen 
eingebracht . 

Sowohl beim Aufdrucken der ersten als auch beim Aufdrucken 
der zweiten Schicht aus niedrigviskoser beziehungsweise zSh- 
viskoser Kunststof f gehausemasse wird ein Spatel eingesetzt^ 
der unter Druck auf die Druckschablone geprefit wird, um in5g- 
lichst gleichmai2>ige und ebene Aulienf lachen des elektronischen 
Bauteils beziehungsweise AuJienf lichen des GehSuses des elek- 
tronischen Bauteils zu erzeugen. 

In einem weiteren Durchfahrungsbeispiel des Verfahrens kann 
die zweite Schicht aus Kunststof f gehausemasse, die auf die 
Ruckseiten der Halbleiterchips aufgebracht wird, mit der 
gleichen Druckschablone aufgebracht werden wie die erste 
Schicht aus Kunststof f gehausemasse Mit dieisen Verfahrens- 
schritten wird ein Nutzen fiir mehrere elektronische Hauteile 
realisiert, der auf der einen Seite ein komplettes Kunst- 
stof fgehause aus Kunststof f gehausemasse aufweist, wobei die- 
ses Gehause aus zwei aufeinander liegenden Schicht en besteht, 
die in vorteilhaf ter Weise luftblasenf rei eingebracht sind. 
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weil die erste Schicht aus einem niedrigviskosen Kunststoff- 
gehausematerial besteht und die zweite Schicht aus einem zah- 
viskosen Material aufgebaut ist. Die zShviskose Abdeckung der 
Rtickseiten der elektronischen Halbleiterchips bewirkt gleich- 
zeitig^ dass die ebene Oberfl^cfie^ die bei dem Druckvorgang 
durch eine Schablone entsteht, wShrend der gesamten Pro- 
zessphasen, insbesondere auch beim AushSrtprozess, foritistabil 
beibehalten werden kann. 

Ein Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils 
aus dem Nutzen hat lediglich einen weiteren Schritt zur Fol- 
ge, namlich das Zerteilen des Nutzens in einzelne elektroni- 
sche Bauteile. Dazu wird durch die Zwischenraume^ die inzwi- 
schen mit niedrigviskosem Kunststoff aufgefUllt sind,, mit ei- 
,ner Sage der Nutzen zerteilt^ so dass^ wenn vorher bereits 
auch die Aufienkontakte auf dem Nutzen aufgebracht sind, ein 
komplettes elektronisches Bauteil zum Anbringen auf einer 
xibergeordneten Schaltungsstruktur wie einer Leiterplatte zur 
Verfagung steht. Ein Vorteil dieses Verfahrens ist, dass auf 
teure Vakuumprintanlagen und auf teure HochdruckspritzguJBan- 
lagen bei dem erf indungsgem^Ben Verfahren verzichtet werden 
kann. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Auffiillen des 
Systemtragers zu einem Nutzen fiir mehrere elektronische Bau- 
teile mit einer Kunststoff gehSusemasse durch Dispensen oder 
Printen der tiefer liegenden Bereiche zwischen den Chips mit 
einer niedrigviskosen und nicht blasenbildenden Kunststof f ge- 
hausemasse erfolgen kann und anschliefiend der gesamte Nutzen 
mit einem hochviskosen Kunststoff iiberdruckt wird. Dieses 
Oberdrucken ermoglicht ein blasenfreies VergieJien der einzel- 
nen Halbleiterchips innerhalb des Nutzens. 
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Es kann die zuerst auf gebrachte niedrigviskose VerguBmasse 
Oder Kunststof f gehclusemasse bereits ausgehcLrtet werden oder 
aber im noch nicht ausgeh^rteten Zustand mit einer hochvisko- 
sen Verguiimasse tiberdruckt werden. Das Verfahren hat zur Fol- 
ge, dass die VakuiamprozeBschritte, die sonst beim Vakuumprin- 
ten erforderlich sind, entf alien kOnnen. Ferner k5nnen fiir 
Verfahren, die ein Entgasen der Kunststof fgehSusemasse vorse- 
hen, das langsamere Mehrf achprinten sowie das langsamere Ent- 
gasen im Vakuiam durch die schnelleren Druckprozesse mit nied- 
rigviskosem Material und mit anschlieSend zShviskosem Materi- 
al ersetzt werden. 

AuBerdem entfallt die ftlr das Evakuieren der Zwischenraxime 
erforderliche Abstandslimitierung, die bei dem Vakuiamdruck- 
verfahren zu beachten ist, so dass ein gewisser Oberfiachen- 
gewinn durch dichtere Bepackung des SystemtrMgers mit Halb- 
leiterchips erm5glicht ist. Auch das Absacken der Verguii- 
masse^ wenn sie mit nur einem Verf ahrensschritt aufgebracht 
wird, kann durch dieses zweistufige Verfahren verhindert wer- 
den. Die Erfindung nutzt somit in vorteilhaf ter Weise die 
Verwendung einer Kombination aus niedrigviskosen und hochvis- 
kosen Kunststof fgehausemassen, um mittels eines Mehr-Stufen- 
Prozesses ein blasenfreies Drucken von Kunststof fgehSusen auf 
Halbleiterchips zu gewahrleisten. 

Die Erfindung wird nun anhand von Ausf tihrungsf ormen mit Bezug 
auf die beiliegenden Zeichnungen naher erlautert . 

Figur 1 zeigt eine schematischen Querschnittsansicht eines 
elektronischen Bauteils einer Bauteilposition eines 
Nutzens einer Ausf tihrungsf orm der Erfindung, 
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Figur 2 zeigt eine Prinzipskizze einer Vorrichtung ziim Auf- 
bringen einer ersten Schicht einer Kunststof f gehau- 
semasse ftlr einen Nutzen^ 

Figur 3 zeigt eine Prinzipskizze einer Vorrichtung z\im Auf- 
bringen einer zweiten Schicht einer Kunststof f ge- 
hauseniasse fur einen Nut z en, 

Figur 4 zeigt einen Auszug eines Plufidiagrainnis zur stufen- 
weisen Herstellung einer Kunststof fgehSusemasse auf 
einem Nutzen ftir mehrere elektronische Bauteile. 

Figur 1 zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines 
elektronischen Bauteils 1 einer Bauteilposition 18 eines Nut- 
zens 36 einer AusfUhrungsf oann der Erfindung. Das Bezugszei- 
chen 2 kennzeichnet einen Halbleiterchip, der mit seiner ak- 
tiven Oberseite 27 auf einer- Umverdrahtungsplatte 3 mittels 
einer doppelseitig klebenden Folie 2 6 verbunden ist. Das Be- 
zugszeichen 4 kennzeichnet ein Kunststof fgehause, das aus ei- 
ner ersten Schicht 5 einer Kunststof fgehSusemasse 23 und ei- 
ner zweiten Schicht 6 einer Kunststof fgehausemasse 23 aufge- 
baut ist. Zwischen den Kunststof fgehSusemassen 23 beziehungs— 
weise zwischen der ersten und der zweiten Schicht 5 und. 6 
bildet sich eine Grenzphase 13 aus, die unter dem Mikroskop 
sowohl fiir das elektronische Bauteil 1 als auch fiir den Nut- 
zen 36 nachweisbar ist. 

Das Bezugszeichen 7 kennzeichnet die Aulienseiten des Kunst- 
stof fgehS.uses 4, die sich im wesentlichen bei dieser Ausftih- 
rungsform der Erfindung, die mittels Druckertechnik ein 
Kunststof fgehSuse 4 aufbaut, nicht wesentlich von Kunststoff- 
gehSusen 4 unterscheidet , die mittels HochdruckspritzguJiver- 
fahren oder mittels Vakuumdruckverf ahren hergestellt wurden. 
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Bei dem Hochdruckverf ahren wird ein derart hoher Druck auf 
die Kunststof f gehSusemasse ausgetibti- dass Luftblasen aus dem 
Verbund herausgeprelSt werden, wMhrend beiiti Vakuumdruckverf ah- 
ren Luftblasen schon deshalb nicht auftreten, da das ganze 
Bedrucken in einer Vakuvunkammer durchgefiihrt wird. 

Die Bezugszeichen 8 und 9 kennzeichnen die Randbereiche des 
Halbleiterchips 2^ die mindestens von der erst en Schicht 5 
aus Kunststof f gehSusemasse 23 umschlossen werden. Das Bezugs- 
zeichen 10 kennzeichnet die Rtickseite der Halbleiterchips 2 
Oder des Halbleiterchips 7,f die vollst^ndig mit Kunststof f ge- 
hSusemasse 23 bedeckt ist, wobei der grdfite Anteil ftlr diese 
Kunststof fgehSusemasse 23 eine z^hviskose Kunststof fmasse 
liefert, die in einem zweiten Schritt zu einer zweiten 
Schicht 6 auf die Riickseiten 10 der Halbleiterchips 2 aufge- 
bracht wird. Das Bezugszeichen 11 kennzeichnet eine geschlos- 
sene Oberseite des Nutzens 36^ die im wesentlichen die Ober- 
seite der Kunststof fgehausemasse 23 der zweiten Schicht 6 
ist . 

Mit dem Bezugszeichen 12 werden die Zwischenr^ume zwischen 
den Halbleiterchips 2 eines Nlitzens 36 gekennzeichnet . Diese 
Zwischenraume 12 konnen aufi>erst eng gestaltet werden^^ da die 
niedrigviskose Kunststof fgehausemasse 23 im nicht vernetzten 
Zustand in sehr enge Zwischenraume 12 mittels Kapillarwirkung 
eindringen kann. Das hat den Vorte.il, dass die Packungsdichte 
der Halbleiterchips 2 auf einem Systemtrager 20 vergroliert 
und verbessert werden kann •Das Bezugszeichen 13 kennzeichnet 
die bereits oben erwShnte Grenzphase zwischen der ersten 
niedrigviskosen Schicht 5 und der zweiten zahviskosen Schicht 
6 aus Kunststof fgehausemasse 23, • 
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Auf der der Kunststof f gehausemasse 23 gegentiberliegenden Un- 
terseite 21 des SystemtrMgers 20 ist eine BondOffnung 14 ftlr 
einen Bondkanal 15 angeordnet. Dieser Bondkanal 15 ist erfor- 
derlich,. damit die mikroskopisch kleinen Kontaktf ISchen 34 
des Halbleiterchips 2 mit den makroskopischen AuBenkontakten 
30 auf der Umverdrahtungsplatte 3 verbunden werden k5nnen. 
Dazu sind Bondverbindungen 16 ^wischen den Kontaktf ISchen 34 
des Halbleiterchips 2 und den Umverdrahtungsleitungen 19 .'auf 
der Unterseite des SystemtrSgers 20 angeordnet. Die Umver- 
drahtungsleitungen 19 erstrecken sich vom Bondkanal 15 zu Au- 
Benkontaktf lachen 30 auf der Unterseite der Umverdrahtungs- 
platte 3. Diese AuBenkontaktf ISchen 30 tragen AuBenkontakte 
22, die auf den AuBenkontaktf lichen 30 auf der Unterseite 21 
des Systemtragers 20 angeordnet sind. 

An den (Jbergangen der Bondverbindungen 16 auf die Umverdrah- 
tungsleitungen 19 weisen diese Bondenden oder Bondfinger auf. 
Diese Bondenden konnen durch eine Beschichtung veredelt sein. 
Da die Umverdrahtungsleitungen 19 im wesentlichen aus einer 
Kupf erschicht bestehen, ist fxir die Veredelung ein kupferdif- 
fusionshemmendes Metall und ein darauf angeordnetes Edelme- 
tall vorgesehen. Das kupf erdif f usionshemmende Metall kann 
Nickel Oder Legierungen desselben sein, da durch diese Nik- 
kelschicht kein Kupfer diffundiert. Die Edelmetallschicht 
kann aus Gold, Silber oder Legierungen derselben bestehen und 
sorgt filr ein reibungsloses Bonden. Durch Aufbringen eines 
Flufimittels auf die Auftenkontaktf ISchen 30 konnen auf die Au- 
iienkontaktf lachen 30.auch Aulienkontakte aufgel5tet werden . 

Die empf indlichen Bondverbindungen 16 konnen durch Auffiillen 
des Bondkanals 15 mit einer Kunststof fabdeckmasse 17 ge- 
schatzt werden- Dabei ist die Hdhe der Kunststof fabdeckmasse 
17 geringer als die H5he, mit der die Auiienkontakte von der 
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Unterseite der Umverdrahtungsplatte 3 beziehungsweise der Un- 
terseite 21 des SystemtrSgers 20 abstehen. Der Systemtr^ger 
20 selbst, der mehrere Bauteilpositionen 18 aufweist^ besteht 
aus einer Kernplatte 32, die ihrerseits aus glasf aserver- 
starktem Epoxidharz besteht . 

Das elektronische Bauteil 1, wie es in Figur 1 gezeigt wird, 
weist eine blasenfreie Kunststof f geh^usemasse 23 auf dem 
Halbleiterchips 2 auf, da ein Einschlu^ von Luftblasen im 
Prinzip durch die mehrstufige Aufbringung der Kunststof f ge- 
hausemasse 23 in Form einer ersten niedrigviskosen Gehausema- 
sse und einer darauf auf gebrachten zahviskosen Gehausemasse 
unterbunden .ist. 

Der Unterschied in der Viskositat zwischen der ersten Schicht 
5 aus Kunststof f gehausemasse 23 und der zweiten Schicht 6 aus 
Kunststof f gehausemasse 23 ist mindestens eine Grolienordnung. 
Damit wird sichergestellt , dass die erste Schicht 5 aus 
Kunststof f gehausemasse 23 blasenfrei in die. Zwischenraume 12 
zwischen die Halbleiterchips 2 eingebracht werden kann, so 
dass die Randbereiche 8 und 9 des Halbleiterchips 2 mit einer 
sie umgebenden Kunststof f gehausemasse 23 geschutzt sind. Die 
zweite zahviskose Schicht 6 deckt im wesentlichen die Rtick- 
seiten 10 der Halbleiterchips 2 ab, so dass mit dieser Aus- 
fiihrungsform der Erfindung ein vollstSndiges Umhullen der 
Halbleiterchips 2 gew^hrleistet ist. 

Figur 2 zeigt eine Prinzipskizze einer Vorrichtung zum Auf- 
bringen einer ersten Schicht 5 einer Kunststof f gehausemasse 
23 auf einen Nutzen 36. Komponenten mit gleichen Funktionen 
wie in Figur 1 werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeich- 
net und nicht extra erortert , 
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Die Vorrichtung,. wie sie im Prinzip in Figur 2 gezeigt wird, 
weist eine Schablone 25 auf^ die eine Schablonenof f nung 37 
liber den Halbleiterchips 2 freilaBt. Ein Spatel 24 wird in 
Richtung B liber die Schablone 25 geflihrt und streift dabei 
eine erste niedrigviskose Kunststof f gehSusemasse auf die Off- 
nung 37 in der Schablone. Dieses niedrigviskose Material ver- 
teilt sich in den ZwischenrSumen 12 zwischen den Halbleiter- 
chips 2. Da diese ZwischenrSume 12 auiierst gering sein k5n- 
nen^ kann bei einer entsprechend niedrigen Viskositat das 
Aufftillen der ZwischenrSiime durch Kapillarwirkung untersttitzt 
werden, durch welche die erste Kunststof f gehSusemasse 23 bla- 
senfrei in die Zwischenraume zwischen den Halbleiterchips 2 
eindringt . 

Gleichzeitig wird auf den Spatel 2^, der in einer Halterung 
35 angeordnet ist, in Pf eilrichtung A ein Druck ausgeabt, da- 
mit die Offnung 37 in der Schablone 25 vollstandig mit der 
Kunststof f gehausemasse der ersten Schicht ■ verf ullt werden 
kann. Dabei kann auch ein Tail der Ruckseiten 10 der Halblei- 
terchips 2 von der niedrigviskosen Kunststof f gehausemasse 23 
bedruckt werden . 

Figur 3 zeigt eine Prinzipskizze einer Vorrichtung zum Auf- 
bringen einer zweiten Schicht 6 einer Kunststof f gehausemasse 

23 fiir einen Nutzen 36. Komponenten mit gleichen Funktionen 
wie in den vorhergehenden Figuren werden mit gleichen Bezugs- 
zeichen gekennzeichnet und nicht extra erortert. 

Die ZwischenrSume 12 sind beim Einsagtz dieser Vorrichtung 
bereits aufgefailt und in Pf eilrichtung B wird nun ein Spatel 

24 gefahrt, der gleichzeitig eine Raupe von zahviskoser 
Kunststof f gehausemasse 23 vor sich her schiebt und damit die 
Rtickseiten 10 der Halbleiterchips 2 in den Bauteipositionen 
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18 abdeckend bedruckt. Diese zahviskose Kunststof f gehSusema- 
sse 23 kann blasenfrei aufgebracht warden, well die erste 
Schicht eine Sufierst ebene Oberflache als Grenzphase ausbil- 
det . 

Figur 4 zeigt einen Auszug eines Flufidiagramms zur Herstel- 
lung einer Kunststof f gehSusemasse 23 auf einem Nutzen 36 far 
mehrere elektronische Bauteile 1. Das Flufidiagramm umfa^t in 
der 1. Stufe das Bedrucken der Offnung in der Schablone und* 
damit das Bedrucken der Halbleiterchips mit einer niedrigvis- 
kosen Kunststof f gehausemasse. Dieses niedrigviskose Kunst- 
stof f gehausematerial wird sich in die Zwischenraume zwischen 
den Halbleiterchips eines Nutzens einnisten, ohne dass Luft- 
blaseneinschlUsse auf treten . 

In der 2 . Stufe wird danach ein zweiter Druckvorgang durchge- 
fiihrt, bei dem eine zahviskose Kunststof fgehMusemasse mit 
Hilfe des Spatels in die Offnung der Schablone unter Aufbrin- 
gen eines Druckes in Pf eilrichtung A auf die in Figur 3 ge- 
zeigt e Vorrichtung eingedriickt wird. 

In der 3. Stufe wird der Kunststof f ausgehSrtet mit Hilfe von 
Temperaturschritten. Dazu kann die niedrigviskose erste 
Schicht bereits vorgehSrtet worden sein, so dass in der 3. 
Stufe die zahviskose Komponente vernetzt wird. 

Die 4. Stufe umfasst das Zerteilen des Nutzens in einzelne 
elektronische Bauteile . 
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Pa'ben'banspruche 

1. Blektronisches Bauteil mit einem Halbleiterchip (2) ei- 
ner Umverdrahtungsplatte (3) und einem Kunststof f gehSuse 
(4), wobei das Kunststof f geh^use (4) zwei aufeinander 
angeordnete Kunststof f gehausemassen (23) aufweist^ von 
denen eine mindestens die Randbereiche des Halbleiter- 
chips (2) vollstandig als erste Schicht (5) umschlieiit 
und von denen die andere auf der RUckseite des Halblei- 
terchips (2) als zweite Schicht (6) angeordnet ist. 

2. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Kunststof fgehausemasse (23) der ersten Schicht (5) 
im nicht vernetzten Zustand eine niedrigere ViskositSt 
aufweist als die zweite Schicht (6) . 

3. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1^ 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

sich die Viskositaten der ersten und der zweiten Schicht 
(5, 6) im nicht vernetzten Zustand derart unterscheiden, 
dass die Viskosit^t der ersten Schicht (5) urn mindestens 
eine Gr5fienordnung niedriger ist als die Viskositat der 
zweiten Schicht (6) . 

4. Nutzen mit mehreren Bauteilpositionen (18) far elektro- 
nische Bauteile (1)^ wobei der Nutzen (36) einen System- 
trSger (20) aufweist, der in jeder Bauteilposition (18) 
eine Bondkanal5f fnung (14) aufweist, die mit einer 
Kunststof fabdeckmasse (17) gefdllt ist, und wobei der 
Nutzen (36) mehrere voneinander beans tandete Halbleiter- 
chips (2) aufweist, deren ZwischenrSume (12) mit einer 
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ersten Schicht (5) aus Kunststof f gehausemasse (23) auf- 
geftillt sind und deren Rtickseiten (10) mit einer zweiten 
Schicht (6) aus Kunststof f gehausemasse (23) bedeckt 
sind. 

5. Nutzen nach Anspruch 4^ 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

die Kunststof f gehSusemasse (23) der ersten Schicht (5) 
im nicht vernetzten Zustand eine niedrigere ViskositSt 
aufweist als die zweite Schicht (6) . 

6. Nutzen nach Anspruch 4 oder Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet^ dass 

sich die Viskositaten der ersten und der zweiten Schicht 
(5^ 6) im nicht vernetzten Zustand derart unterscheiden, 
dass die Viskositat der ersten Schicht (5) \am mindestens 
eine Groiienordnung niedriger ist als die Viskositat der 
zweiten Schicht (6) . 

7. Verfahren zum Herstellen eines Nutzens aus einem System- 
trSger fiir mehreren elektronische Bauteile (1) in ent- 
sprechenden Bauteilpositionen (18) mit Halbleiterchips 
(2) r die von zwei Schichten (5^ 6) einer Kunststof f ge- 
hausemasse (23) umhullt sind, wobei das Verfahren fol- 
gende Verf ahrensschritte aufweist: 



Bereitstellen eines SystemtrSgers (20) mit mehreren 
Bauteilpositionen (18), die in ihrem Zentrum eine 
Bondkanal5f fnung (14) aufweisen, 

Aufbringen einer doppelseitig klebenden Folie (26) ^ 
mit Bondkanalaf fnung (14) in den Bauteilpositionen 



(18), 
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Aufbringen von Halbleiterchips (2) mit ihren akti- 
ven Oberseiten (5) auf die doppelseitig klebende 
Folie (26), 

- Einbringen von Bondverbindungen (16) in jedem Bond- 
kanal (15) zum elektrischen Verbinden von Kontakt- 
f lichen (34) des Halbleiterchips (2) mit AuBenkon- 
takten (22) auf der Unterseite (21) des SystemtrS- 
gers (20), 

- Auffiillen des Bondkanals (15) mit einer Kunst- 
stof f abdeckmasse (17) , 

Aufdrucken einer ersten Schicht (5) aus niedrigvis- 
koser Kunststof f gehSusemasse (23) auf die RUcksei- 
ten der Halbleiterchips (2) zum Auffiillen der Zwi-- 
schenraume (12) zwischen Halbleiterchips (2) auf 
dem Systemtrager (20) , 

Aufdrucken einer zweiten Schicht (6) aus zahvisko- 
ser Kunststof fgehausemasse (23) ziom Abdecken der 
Ruckseiten (10) der Halbleiterchips (2), 

- Ausharten der Kunststof fgehausemasse (23) zu einer 
geschlossenen Oberseite (11) des Nutzens (36), 
Aufbringen von Aulienkontakten (22) auf die Unter- 
seite des Nutzens (36) . 

Verfahren nach Anspruch 7, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

das Aufdrucken der ersten und der zweiten Schicht (5, 6) 
aus niedrigviskoser bzw. z^hviskoser Kunststof fgehause- 
masse (23) mittels Schablonendruck erfolgt. 

Verfahren nach Anspruch 7 oder Anspruch 8, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

beim Aufdrucken der ersten und der zweiten Schicht (5, 
6) aus niedrigviskoser bzw. z^hviskoser Kunststof fgehSu- 
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semasse (23) ein Spatel (24) unter Druck auf eine Druck- 
schablone (25) gepresst wird. 

10. Verfahren nach einem der Ansprttche 7 bis 9, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

der Unterschied in der Viskositat von niedrigviskoser 
und zShviskoser Kunststof f gehausemasse (23) auf minde- 
stens eine Grolienordnung eingestellt wird. 

11. Verfahren nach einem der AnsprUche 7 bis 10, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 

die zweite Schicht (6) aus Kunststof f gehausemasse (23) 
mit der gleichen Druckschablone (25) aufgebracht wird, 
wie die erste Schicht (5) aus Kunststof f gehausemasse 



12. Verfahren nach einem der Ansprilche 7 bis 10, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , dass 
zur Herstellung eines elektronischen Bauteils (1) der 
Nutzen (36) in einzelne elektronische Bauteile (1) ge- 
trennt wird. 



(23) . 
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